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前言  

电机改变了世界，并将继续在各个层面改变这个世界！从能自动执行简单家用功能的小型电机，到甚至可

以毫不夸张地说能移山填海的重型电机等不一而足。现在使用的电机的数量和种类非常惊人，因此，电机

及其控制系统的用电量几乎占全球总用电量的一半也就不足为奇了。 

 

对此进行进一步细分发现，全球约 30％的电力用于驱动工业应用中的电机。[1]。按绝对值计算，到 2040

年，全球工业领域的能源消耗量预计将翻一番。随着对能源成本和有限资源的认识的提升——这其中包含

环境和财务两个方面的考量，提高驱动电机用电效率的必要性变得更加突出！ 

低压驱动—需求和要求 

在低压变频器市场细分为标准和紧凑型，应用有可分为轻型负载或重型。从驱动的角度来看，其主要区别

在于，在加速期间，比如风机、泵应用中，轻型电机和控制器通常必须以 110％的逆变器输出电流保持过

载驱动（图 1）；重型电机和控制器通常需要设计成能承受以 150％的变频器额定电流维持过载驱动。这

个更高的过载电流可以支持诸如传送带加速阶段等重载工况。 

 
 

 

图 1  过载能力确定在 110%（轻载/正常负载）和 150%（重载）加速运行期间电流高于额定

值的时间。 

 
 

IGBT7用于驱动 

电机驱动系统有着独特而具体的要求，需要采用新的 IGBT设计方法。借助相应的 IGBT技术，就可以开

发能更好地满足这些需求的模块。英飞凌为此采用了最新一代 IGBT技术：IGBT7。在芯片层级，IGBT7

利用微沟槽栅（MPT）技术，其结构有助于大大降低正向电压并增大漂移区的电导率。对于中等开关频率

的电机驱动应用，IGBT7相比前几代产品而言，可显著降低损耗[2]。 

http://www.infineon.com/
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IGBT7相比上一代产品（IGBT4）而言的另一项改进是续流二极管，针对驱动应用进行了优化。现在，发

射极控制二极管 EC7的正向电压降比 EC4二极管的正向压降低 100毫伏，反向恢复软度得以进一步提

升。 

 

碳化硅MOSFET用于伺服驱动 

随着自动化程度的提高，对伺服电机的需求也有相应增长。它们能将精确的运动控制与高扭矩水平相结

合，这使其非常适合自动化和机器人技术。 

 

英飞凌凭借其制造专长和丰富经验，开发出一种碳化硅沟槽栅技术，该技术比硅基 IGBT具有更高的性能

，而且具有相当的耐用性，譬如，短路时间为 2 µs [3]，甚至达到 3 µs[4]。英飞凌 CoolSiC™ MOSFET

也可解决碳化硅器件固有的一些潜在问题，如意外的电容性导通等。此外，碳化硅 MOSFET采用工业标

准 TO247-3封装，而现在采用 TO247-4封装，具有更好的开关性能。除这些 TO封装外，碳化硅

MOSFET还采用 Easy 1B和 Easy 2B封装。 

 

1200 V CoolSiC™ MOSFET的开关损耗比对应硅基的 IGBT器件低 80％，并且具有另一个优点，即损耗

不受温度的影响。同时，与 IGBT7一样，开关性能（dv/dt）也可以通过门级电阻进行控制，从而实现更

大的设计灵活性。 

 
 

 

图 2  碳化硅 MOSFET可简化逆变器结构、实现电机+驱动一体化集成[5] 

因此，采用 CoolSiC™ MOSFET技术的驱动解决方案有助于降低恢复、导通、关断和通态损耗，从而将

损耗降低多达 50％（假设 dv/dt相似）。另外，CoolSiC™ MOSFET的传导损耗也比硅基 IGBT低，特别

是在轻载条件下。 

 

http://www.infineon.com/
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除整体效率更高和损耗更低外，由碳化硅技术实现的更高开关频率在更加动态的控制环境下对外部伺服驱

动与集成伺服驱动都有直接的好处。这主要是因为在不断变化的电机负载条件下，电机电流的响应更快。 

全部组合到一起 

在将整流器、斩波器和逆变器集成于单个模块时，在功率密度和开关效率方面具有诸多优势，而电机驱动

器还需要闭环系统才能正确而高效地工作。 

 

更具体地说，无论使用哪种开关技术，都必须有正确的门级驱动器解决方案。需要门级驱动器将用于打开

和关闭开关器件的低压控制信号转换为开关本身所需的高压驱动信号。通常，控制信号来自主机处理器。

由于每种开关技术在输入电容和驱动电平方面都有其独特的特性，因此必须将其与正确的门级驱动器相匹

配。作为目前使用的所有功率技术的开发商和供应商，英飞凌提供用于硅基 MOSFET、硅基 IGBT、碳化

硅 MOSFET和氮化镓 HEMT的优化的门级驱动器。 
 

控制回路的最后一个、但同样重要的部分是传感器，该传感器提供电机与控制器之间的反馈。为此通常使

用电流传感器。英飞凌开发出一种霍尔效应解决方案，不再需要铁磁集中器，从而使其结构变得更简单，

干扰更少。这使它成为高度集成化伺服电机的理想选择。  

 

XENSIV™系列电流传感器，如 TLI4971，为差分式霍尔电流传感器，具有高磁场范围和低偏移值。此

外，它们无磁滞，具有良好的杂散场抗扰性。由于采用了无芯理念，其紧凑设计有助于实现高水平的集

成。同时，超低功耗和功能隔离使其非常灵活、可靠！ 

  

http://www.infineon.com/
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关于我们的产品的技术规格，我们建议您参阅我司提供的相
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